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	 はじめに：半導体デバイス回路には CMOSが用いられ

ており、電子機器の性能向上には CMOSの性能向上が不

可欠である。しかしながら、Siの正孔移動度は電子移動度

に比べ約 1/3程度と低く、CMOSの集積度向上に障害とな

っている。そこで正孔移動度向上を達成するべく、本研究

では高移動材料として期待されている Ge結晶に注目した。

Si基板上の一部に高品質 Geを作製し、Geチャネル 

の p-MOSと Siチャネルの n-MOSをつくりわけることで

CMOSの飛躍的な性能向上を見込める。本研究では、Si

と Geの格子不整合による転位(Fig.1)などの欠陥濃度を Ge

表面近傍で低減する技術開発を目指しており、水素ラジカ

ルによる遷移金属の急速・急冷熱処理技術に注目し研究を

行っている。 

	 実験：Si(100)基板に固体ソース MBE法にて基板 

温度 300 ℃の条件で膜厚 300 nmの Ge薄膜を形成し、保護膜としてプラズマ CVD法による Si

O2層の堆積を行った後にWを堆積し試料の作製を行った。その後水素ラジカルによる遷移金属

の加熱技術を用いて Ge薄膜を 700 ℃、800 ℃、900 ℃、1000 ℃で 0.1秒間急速加熱し、透過

電子顕微鏡による組成および欠陥の観察を行った。 

	 結果：900 ℃、1000 ℃では Siと Geの相互拡散により Ge層が SiGe層となり、また欠陥も多

数観察された。700 ℃、800 ℃では相互拡散は抑制され、さらに Ge層表面での欠陥濃度は大幅

に減少している。(Fig.2)当日は、これに加え Geの膜厚による変化について調査した結果を報告

する。 
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Fig.1 TEM image of sample before anneal 

Fig.2 TEM image of sample after annealed at 700 ℃ 
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